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при протекании спин-поляризованного тока, индуцируемого фотонным 

давлением. 

В данной работе проводилось моделирование изменения 

намагниченности однодоменных наночастиц кобальта с гексагональной 

решеткой при воздействии на них одиночных наносекундных импульсов 

лазерного излучения. Наночастицы кобальта имеют форму дисков и входят 

в состав структуры ферромагнетик – немагнитный металл – ферромагнетик. 

Определены условия, при которых происходит изменение направления 

намагниченности наночастиц кобальта. Показано, что процесс 

перемагничивания сопровождается высокочастотными затухающими 

колебаниями намагниченности с частотами порядка 1-10 ГГц и длительностью 

несколько наносекунд. 

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ 
НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КРЕМНИЯ 

ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ МЕЖСОЕДИНЕНИЙ 

С.К. ЛАЗАРУК, А.А. ЛЕШОК, П.С. КАЦУБА, В.Б. ВЫСОЦКИЙ, А.С. ЛЕТОХО 

В настоящее время одной из актуальных задач развития интегральной 

электроники является повышение быстродействия. Замена электронных 

межсоединений на оптические позволит повысить быстродействие 

интегральных микросхем за счет устранения резистивно-емкостных задержек 

металлической разводки. Одновременно существенно увеличивается 

защищенность обрабатываемой информации, так как передача световых 

сигналов осуществляется внутри замкнутых систем светоизлучающий 

элемент – волновод – фотоприемник, что предотвращает утечку за пределы 

используемых устройств. Нами разработана и изготовлена экспериментальная 

структура оптических межсоединений на кремниевом кристалле, а также 

исследованы ее характеристики. 

Разработанная конструкция состоит из двух контактов Шоттки между 

алюминиевыми электродами и кремниевой подложкой, а также из слоя 

анодного оксида алюминия, разделяющего алюминиевые электроды. Нижний 

слой анодного оксида алюминия содержит кремниевые наночастицы, 

излучающие свет в режиме лавинного пробоя контакта Шоттки. Один 

из диодов Шоттки при смещении, превышающем пороговую величину 

лавинного пробоя, работает как светодиод, второй при электрическом 

смещении менее напряжения лавинного пробоя функционирует как 

фотодетектор. Анодный оксид алюминия выполняет двойную роль. С одной 

стороны, он выполняет функции световода, а с другой стороны, он вместе 

с кремниевыми наночастицами обеспечивает излучение света. То есть свет, 

излучаемый кремниевыми наночастицами, проходит внутри слоя анодного 

оксида алюминия как по оптическому волноводу. 

Коэффициент преобразования разработанной оптоэлектронной ячейки 

определяли по отношению тока фотодетектора к току светодиода 

при различных режимах смещения последнего. Максимальное значение 

коэффициента преобразования составило 1 %. 

Таким образом, было разработано и изготовлено прототипное устройство 

системы оптических межсоединений на кремниевом чипе, что открывает новые 
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возможности для высокоскоростной и надежной передачи и обработки 

информации как внутри, так и между ИС. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОРИСТОГО 
ОКСИДА ТИТАНА ДЛЯ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

С.К. ЛАЗАРУК, О.В. КУПРЕЕВА, Т.И. ОРЕХОВСКАЯ 

Оксид титана обладает одновременно полупроводниковыми и 

диэлектрическими свойствами, что позволяет использовать его 

при формировании электрооптических устройств: солнечных батарей, 

электрохромных дисплеев, планарных волноводов. В связи с этим в работе 

проведено исследование влияния режимов формирования пористого оксида 

титана на его структуру. Особое внимание уделялось формированию 

наноструктурированных пленок исследуемого материала. 

В качестве исходных образцов использовалась титановая фольга и 

титановые пленки, осажденные на кремниевые подложки. Электрохимическое 

анодирование проводили в электролитах на основе раствора фторида аммония 

в этиленгликоле при различных напряжениях формовки и температурах 

электролита. В зависимости от условий формирования удалось получить 

пленки с трубчатой и губчатой структурой. Проведение процесса анодирования 

при температуре –5°С позволяет формировать трубки с гладкими стенками, 

в то время как в результате анодирования при температуре выше 0°С 

образуются трубки с ребрами на внешней поверхности. Пленки, полученные 

анодированием при температурах выше 30°С имеют губчатую структуру, 

однако, в данном случае влияние оказывает также такой фактор как 

«старение» электролита. Проведение процесса анодного окисления 

при пониженных температурах электролита позволяет также получать пленки 

с низкой пористостью вследствие уменьшения растрава верхнего слоя. 

Проведенные исследования открывают новые возможности 

для формирования электрооптических устройств на основе 

наноструктурированного оксида титана. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КРЕМНИЯ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЭМС 

С.К. ЛАЗАРУК, А.В. ДОЛБИК, В.А. ЛАБУНОВ 

Кремний является основным и хорошо изученным материалом 

микроэлектронной технологии. Многие годы различные 

микроэлектромеханические системы (МЭМС) изготавливались на его основе. 

Пористый наноструктурированный кремний, пропитанный твердотельным 

окислителем, демонстрирует процессы горения и взрыва. Эти процессы могут 

легко использоваться в различных микросистемах, так как пористый кремний 

совместим со стандартной кремниевой K-МОП технологией изготовления ИС. 

Например, эффект взрыва пористого кремния используется в воспламенителях 

для подушек безопасности в автомобилях и в саморазрушающихся кремниевых 

чипах. 




